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(57) Abstract: The invention
relates to a method and a device
for structuring organic layers.
According to a first aspect of
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organic layer. Advantageously,
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an insulating layer of organic
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pressed into the organic layer
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for permanently structuring the
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structuring means.

(57) Zusammenfassung: Die
vorliegende Erfindung betrifft ein
Verfahren und eine Vorrichtung
zur Strukturierung organischer
Schichten. Geméss einem ersten
Aspekt der Erfindung wird ein
Verfahren zum  Strukturieren
einer unstrukturierten organi-
schen  Schicht bereitgestellt.
Vorteilhafterweise eignet sich das
Verfahren fiir eine Strukturierung
von einer Isolatorschicht von
organischen Schaltungen.
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eingepresst. Der Einpressvorgang ist geeignet, die organische Schicht durch die Strukturierungsmittel dauerhaft zu strukturieren.
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Verfahren und Vorrichtung zur Strukturierung von organischen

Schichten

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Strukturierung organischer Schichten und ins-
besondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Struktu-
rierung organischer Schichten,—bevorzugt von Isolator-—
schichten, um Durchkontaktierungen in,den strukturierten or-

ganischen Schichten zu erzielen.

Organische integrierte Schaltkreise, d.h. Schaltungen, die
auf organischen Werkstoffen bzw. polymeren elektrischen Werk-
stoffen basieren, eignen sich fir eine wirtschaftliche Her-
stellung von elektrischen und elektronischen Schaltungen in

Massenanwendungen und Wegwerf-Produkten, wie zum Beispiel

kontaktlos auslesbare Identifikations- und Produkt-

(Kennzeichnungs-) Transponder (radio frequency identification
(RFID) Transponder bzw. Tags) aber ebenso fir hochwertige
Produkte wie zum Beispiel die Ansteuerung von organischen

Displays.

Integrierte Schaltungen sind typischerweise aus verschiedenen
funktionellen Schichten aufgebaut. Dies bedingt, dass eben-
falls Leiterbahnen in verschiedenen Schichtebenen gefiihrt
werden. Ersichtlich ist dieses Problem, wenn man zum Beispiel
eine Kontaktierung einer Gate-Elektrode eines ersten organi-
schen Feldeffekt-Transistors (OFET) mit der Source-Elektrode
eines zweiten organischen Feldeffekt-Transistors (OFET) in
Betracht zieht. Um eine derartige elektrische Verbindung zu
realisieren, ist zumindest eine Isolatorschicht zwischen der
Schichtebene der Gate-Elektrode bzw. der Schichtebene der
Source-/Drain-Elekroden zu strukturieren. Die Verwendung von
herkémmlicher Photolithographie, die zur Strukturierung von
anorganischen Materialien entwickelt wurde und eingesetzt

wird, ist nur sehr eingeschrankt méglich. Die fir die Photo-
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2
lithographie verwendeten Substanzen und Chemikalien greifen

iblicherweise die organischen Schichten an bzw. ldsen die or-

‘ganischen Schichten, so dass die Eigenschaften von Schichten

nachteilig beeinflusst werden oder gar zerstdort werden. Dies
geschieht insbesondere beim Aufschleudern, Entwickeln und Ab-

16sen des bei der Photolithographie verwendeten Photolacks.

Ein weiteres technisches Problem, das ebenfalls mit Durch-
kontaktierungen geldst wird, ist die vertikale Integration
mehrerer Lagen von integrierten organischen Schaltungen. Im
Gegensatz zu anorganischen integrierten Schaltungen, welche
die Oberfliche eines Einkristall als Substrat bendtigen, ist
bei organischen Schaltungen kein spezielles Substrat ndtig,
d.h. Schaltungsebenen kénnen gestapelt und mit Durch-
kontaktierungen elektrisch verbunden werden. Um eine vertika-
le Integration dieser Art zu erhalten, ist jedoch zumindest
eine trennende Schichtlwie zum Beispiel eine Isolatorschicht
zwischen den Schaltungsebenen erforderlich. Die Durch-
kontaktierung durch eben solche Schichten leiden ebenfalls an

dem vorstehend beschriebenen Problem.

In Applied Physics Letters 2000, Seite 1478 ff. (G.H. Gelinck
et al.) wird zur L&sung dieses Problems vorgeschlagen, nie-
derohmige Durchkontaktiéerungen mittels Photostrukturierung
von Photoresistmaterial in die Feldeffekt-Transistorstruktur
einzubringen. Hierzu wird ein anderer Aufbau der organischen
Feldeffekt-Transistoren, die sogenannte "Bottom-Gate" Struk-
tur als zwingend angesehen. Bel Erzeugen einer "Top-Gate"
Struktur ist dieses Verfahren nicht anwendbar, da Durch-
kontaktierungen inakzeptable hohe Widerst&nde im Bereich von
einigen MQ aufweisen wirden. Ferner beschreiben G.H. Gelinck
et al. eine komplexe hybride Schaltung, d.h. eine Schaltung,
die auf organischen Feldeffekt-Transistoren und anorganischen
(klassische) Dioden aufbaut. Die hybride Struktur mit "Bot-
tom—Gate" Transistoren ist fiir komplexe Schaltungen wirt-
schaftlich nicht einsetzbar. Dieses Verfahren ist nur im Rah-

men der Entwicklung und Forschung praktikabel, da es nicht an
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die Erfordernisse eines schnellen und kontinuierlichen Her-
stellungéprozesses im Rahmen einer Serienproduktion adaptier-

bar ist.

Eine Aufgabe dieser Erfindung ist, ein Verfahren bereitzu-
stellen, das ermdglicht, eine organische Schicht einer orga-
nischen Schaltung in einem zeit-effizienten und kontinuierli-

chen bzw. semi-kontinuierlichen Prozess zu strukturieren.

Eine weitere Aufgabe dieser Erfindung ist, das Verféhren auf
die Bildung von Durchkontaktierungen anzuwenden, um einen
zeit—-effizienten und kontinuierlichen bzw. semi-
kontinuierlichen Prozess fiir die Bildung von Durch-

kontaktierungen zu erhalten.

Die Aufgaben werden durch die unabhidngigen Anspriiche 1 und 8
geldst. Vorteilhafte Ausbildungen'von Ausfihrungsformen der

Erfindung sind in den abh&ngigen Anspriichen beschrieben.

GemdRl- einem érsten Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren
zum Strukturieren einer unstrukturierten organischen Schicht
bereitgestellt. Vorteilhafterweise eignet sich das Verfahren
fiir eine Strukturierung von einer Isolatorschicht von organi-
schen Schaltungen. Strukturierungsmittel, die eine vorbe-
stimmte Temperatur aufweisen, werden unter einem vorbestimm-
ten Druck (einem Pressdruck) in die organische Schicht einge-
presst. Der Einpressvorgang ist geeignet, die organische
Schicht durch die Strukturierungsmittel dauerhaft zu struktu-

rieren.

Erfindungsgemdf ist eine Schicht-bildende Substanz der orga-
nischen Schicht derart gewdhlt, dass sich die organische
Schicht unter Einwirken der Strukturierungsmittel wdhrend des
Einpressens dauerhaft dffnet. Bevorzugt werden die Struktu-
rierungsmittel tiber eine vorbestimmte Zeitperiode in die or-

ganische Schicht eingepresst.
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Ferner sind die Strukturierungsmittel bevorzugt auf einem
flachigen Triger angeordnet. Der Trager kann vorteilhafter-
weise plattenférmig mit reliefartigen Struktufierungen ausge-
fiihrt sein. Die vorstehenden Strukturen der reliefartigen
Strukturierungen dienen hierbei als die Strukturierungsmittel

zur Strukturierung der organischen Schicht.

Die strukturierte organische Schicht weist bevorzugt Vertie-
fungen entsprechend den Strukturierungsmitteln auf. Insbeson-
dere sind die Vertiefungen im wesentlichen durchgiangig, d.h.
die Vertiefungen sind durchgéngig bis zu einer Schicht, die
von der unstrukturierten bzw. abschlieBend strukturierten or-
ganischen Schicht zumindest teilweise bedeckt wird und legen
Bereiche dieser Schicht frei. Die Vertiefungen eignen sich
erfindungsgemiB, um Durchkontaktierungen in den Vertiefungen
zu bilden, die Kontakte zu den freigelegten Bereichen der
Schicht aufweisen, die von der ﬁnstrukturiertén bzw; ab-
schliefend strukturierten organischen Schicht zumindest teil-

weise bedeckt wird.

Ein Vorteil der erfindungsgemdBfen Lésung liegt darin, dass
die Strukturierung der organischen Schicht, insbesondere der
organischen Isolatorschicht, unabhingig von deren Aufbringung
erfolgt. Typischerweise ist sicherzustellen, dass eine Isola-
torschicht in einer integrierten organischen Schaltung sehr
dinn (< 500 nm) und defektfrei ausgebildet ist. Verfahren und
Vorrichtungen, welche die Isolatorschicht strukturiert auf-
bringen koénnten (z.B. Drucktechniken) fiihren nicht zu sehr
diinnen und defektfreien Schichten, es kodnnen damit nur dicke
Schichten (> 1 um) aufgebracht werden. Andererseits kodnnen
unstrukturierte Schichten sehr dinn und defektfrei aufge-
bracht werden. ErfindungsgemdB werden die Schichtaufbringung
und Schichtstrukturierung in getrennten Prozessen optimiert
durchgefithrt, wobei die Erfindung im speziellen die Schicht-

strukturierung betrifft.
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Ein zusdtzlicher Vorteil der Erfindung liegt darin, dass die
erfindungsgemiBe Strukturierung keinerlei Losungsmittel bend-
tigt, was dieses Verfahren kostengilinstig und umweltfreundlich

macht.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist die Moglichkeit, das
erfindungsgemife Verfahren derart auszugestalten, dass dieses
in einen kontinuierlichen bzw. semi-kontinuierlichen und

schnellen Herstellungsprozess vorteilhaft integrierbar ist.

GemiR einem weiteren Aspekt der Erfindung wird eine Vorrich-
tung zum Strukturieren von organischen Schichten bereitge-
stellt. Die erfindungsgemife Vorrichtung ist insbesondere ge-
eignet, um organische Isolatorschichten von organischen
Schaltungen zu struktufieren. Hierzu weist die Vorrichtung
Strukturierungsmittel mit vorbestimmten Abmessungen auf. Die-
se Strukturierungsmittel sind mit einer vorbestimmten Tempe-
ratur unter einem vorbestimmten Druck in die organische
Schicht einpressbar. Durch Einpressen der Strukturierungs-
mittel in die organische Schicht wird diese dauerhaft struk-

turiert.

Bevorzugt ist eine Schicht-bildende Substanz bzw. sind
Schicht-bildende Substanzen der organischen Schicht derart
gewdhlt, dass sich die organische Schicht unter Einwirken der
Strukturierungsmittel, d.h. bei Einpressen der Strukturie-

rungsmittel dauerhaft offnet.

Ferner sind die Strukturierungsmittel bevorzugt auf einem

flachigen Triger angeordnet. Alternativ sind die Strukturie-
rungsmittel auf einem fl&chigen, flexiblen Tr&ger angeordnet
sind, der wiederum auf einem walzenfdrmigen Trdg bzw. Grund-

kdrper umfianglich angeordnet ist.

Vorteilhafterweise wird die organische Schicht bzw. das
Schicht-tragende Substrat mittels einer Fdrdereinrichtung

synchron mit eineér Umfangsgeschwindigkeit .des walzenfdrmigen
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Tridgers bzw. Grundkdpers gefdrdert. Weiterhin vorteilhafter-
weise .ermdglicht eine Einrichtung, bevorzugt eine mechanische
Einrichtung die Strukturieérungsmittel mit dem vorbestimmten
Druck in die organische Schicht einzupressen. Zusdtzlich kén-
nen die Strukturierungsmittel mittels einer Einrichtung auf

die vorbestimmte Temperatur erwarmt werden.

Insbesondere stellt die Verwendung von flexiblen bzw. biegsa-
men Triagern mit Strukturierungsmitteln, &hnlich wie sie in
der Druckindustrie fir Hochdruckverfahren verwendet werden,
einen bedeutenden Vorteil der Vorrichtung dar. Diese biegsa-
men Triger kdnnen auf Walzen bzw. Rollen montiert werden, um
damit das vorstehend ausdefiihrte Verfahren gemdl einer Aus-
fihrungsform der Erfindung z.B. in eine Rollendruckmaschine

zu integrieren.

Ein welteres kostenglinstiges Element ist eine schnelle Um-
rlistbarkeit der Trager, da das Erzeugen der Erhdhungen auf
den Trigern durch standardisierte Atzverfahren einen tblichen

Prozess darsteilt.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist die Moglichkeit, die
erfindungsgemiéBe Vorrichtung derart auszugestalten, dass die-
se in einen kontinuierlichen bzw. semi-kontinuierlichen und

schnellen Herstellungsprozess vorteillhaft integrierbar ist. -

Die erfindungsgemdfe Vorrichtung gemdB einer Ausfihrungsform
der Erfindung eignet sich insbesondere dazu, das vorstehend
detailliert beschriebene erfindungsgemidBe Verfahren zur

Strukturierung von organischen Schichten durchzufihren.

Unter dem Begriff "organische Materialien" sollen alle Arten
von organischen, metallorganischen und/oder anorganischen
Kunststoffen unter Ausnahme der klassischen auf Germanium,
Silizium usw. basierenden Halbleitermaterialien verstanden
werden. Ferner soll der Begriff "organisches Material®™ eben-
falls nicht auf kohlenstoffhaltiges Material beschrénkt sein,



10

15

20

25

30

35

WO 2005/006462 PCT/DE2004/001375

7
vielmehr sind ebenfalls Materialien wie Silicone méglich.
Weiterhin sind neben polymeren und oligomeren Substanzen e-
benso "small molecules" verwendbar. Es soll ebenfalls im Rah-
men dieser Erfindung verstanden werden, dass organische
Schichten aus diesen Schicht-bildenden Materialien bzw. Sub-
stanzen erhalten werden. Weiterhin zeichnen sich organische
Bauelemente, die aus verschiedenen funktionellen Komponenten
zusammengesetzt sind, im Zusammenhang mit der vorliegenden
Erfindung durch zumindest eine organische funktionelle Kompo-

nente, insbesondere eine organische Schicht aus.

Einzelheiten und bevorzugte Ausfitthrungsformen des erfindungs-
gemdBen Gegenstands ergeben sich aus den abhi&ngigen Anspri-
chen sowie den Zeichnungen, anhand deren im folgenden Ausfih-
rungsbeispiele detailliert erl&utert werden, so dass der er-
findungsgemédBe Gegeristand klar ersichtlich wird. In den

Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 einen ersten beispielhaften Prozessschritt zur semi-
kontinuierlichen Strukturierung einer d:ganischen
Schicht einer organischen Schaltung gemdBR einer Aus-
fihrungsform der Erfindung;

Fig. 2 einen zweiten beispielhaften Prozessschritt gemalb ei-
ner Ausfihrungsform der Erfindung;

Fig. 3 einen dritten beispielhaften Prozessschritt gemaf ei-
ner Ausfiihrungsform der Erfindung; ‘

Fig. 4 einen vierten beispielhaften Prozessschritt gemaR ei-
ner Ausfihrungsform der Erfindung; und )

Fig. 5 eine Vorrichtung zur Strukturierung einer organischen
Schicht einer orgahischen Schaltung gemdf einer Aus-

fihrungsform der Erfindung.

In den Figuren 1 bis 4 sind einzelne Prozessschritte zur se-
mi-kontinuierlichen Strukturierung einer organischen Schicht
einer organischen Schaltung gemdf einer Ausfithrungsform der

Erfindung exemplarisch dargestellt.
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In Fig. 1 ist ein Substrat 5 dargestellt, das eine erste
Schicht 4 und eine zweite Schicht 3 trdgt. Die erste Schicht

4 kann beispielsweise aus metallischen und/oder organischen

Schichtteilen zusammengesetzt sein. Insbesondere kann die

Schicht 4 organische und/oder metallische Leiterbahnen, Sour-—
ce— bzw. Drain-Elekroden und organische Halbleiterschichten
umfassen. Diese Schicht 4 ist durch die zweilte Schicht 3 be-

deckt, die insbesondere eine Isolatorschicht 3 ist.

Das Substrat ist vorteilhafterweise ein organisches Substrat,
bevorzugt eine Kunststofffolie und insbesondere eine Polyes-
terfolie. Die Halbleiterschicht basiert vorteilhafterweise
auf einer organischen halbleitenden Substanz. Die Halbleiter-
schicht kann insbesondere aus einem der polymeren Substanzen
wie zum Beispiel Polyalkylthiophen, Poly-Di-Hexyl-Ter-
Thiophen (PDHTT) und Polyfluoren—Derivateh gebildet sein.
Vorteilhafterweise ist die Isolatorschicht eine organische
elektrisch isolierende Isolatorschicht, wie zum Beispiel Po-
lymethylmetacrylat (PMMA) oder Polyhydroxystryrol (PHS). Als
organische leitf&hige Substanzen, insbesondere als Leiterbah-
nen, kommen Gold, Polyanilin (PANI) oder dotiertes Polyethy-
len (PEDOT) in Frage.

Ferner ist in Fig. 1 eine Tr&dger- bzw. Druckplatte 1 darge-—
stellt, die eine Vielzahl an Vorsprtngen 2 aufweist. Die Vor-
spriinge 2 sind bevorzugt zylinderférmig ausgebildet und wei-
sen vorteilhafterweise im wesentlichen gleiche Abmessungen
auf. Der Durchmesser der Vorspriinge 2 liegt zum Beispiel in
einem Bereich von 10 bis 100 um urnd die Hohe liegt ferner
beispielsweise von einigen wenigen Mirkometer. Solch eine
Tridger— bzw. Druckplatte 1 mit Vorspriingen 2 kann zum Bei-
spiel mittels Lithographie und/oder Atzprozesse aus einer an-
organischen Tragerplatte, zum Beispiel einer Kupferplatte,

hergestellt werden.

Gem&B Fig. 2 wird die Trégerplatte fir eine vorbestimmte

Zeitdauer mit einem vorbestimmten Druck auf das Substrat 5
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bzw. die zu oberst auf dem Substrat 5 angeordnete Schicht 3
gepresst. An den Beritihrungspunkten zeihen sich die Schicht-
bildende Substanz der Schicht 3 zuriick und es entstehen da-
durch Vertiefungen 6 bzw. Ldcher 6, die im wesentlichen in
ihren Positionen und ihren Abmessungen den Positionen und Ab-
messungen der Vorspringe 2 auf der Tragerplatte 1 entspre-
chen. Das heiBt; die orgdnische Schicht 3 wird entsprechend .
der Gestaltung der Tr&gerplatte 1 bzw. der Gestaltung und An-
ordnung der von der Tr&agerplatte 1 exponierten Vorspriinge 1

strukturiert.

Um das Bilden der Vertiefungen 6 unter dem vorbestimmten
Druck wiahrend einer vorbestimmten Zeitdauer zu gewdhrleisten,
wird die Trigerplatte mit Vorspriingen 2 vor dem Pressvorgang
auf eine vorbestimmte Temperatur vorgewdrmt. Die Erwdrmung
der Trigerplatte 1 mit Vorspriingen 2 kann zum Beispiel durch
elektrische Erwidrmung oder mittels Strahlungserwdrmung erfol-

gen.

Wie in Fig. 3 gezeigt, werden die Trédgerplatte und das
Schichten tragende Substrat 5 nach der vorbestimmten Zeitdau-
er wieder voneinander getrennt. In der organischen Schicht 3
verbleiben die durch die Vorspriinge in der Schicht 3 gebilde-
ten Vertiefungen 6 und Ldcher 6, so dass die Schicht 3 nun

strukturiert vorliegt.

AnschlieBend an die Strukturierung der Schicht 3 konnen nun
weitere Herstellungsprozess—Schritfe erfolgen. So kann zum
Beispiel eine n&chste Schicht aufgebracht werden, die ferner
anwenduﬁgs— bzw. herstellungsspezifisch strukturiert werden
kann. In Fig. 4 ist eine solche weitere strukturierte Schicht
illustriert. Gemdh Fig. 4 wird zum Belspiel eine zweite Lei-
terbahnebene in Form einer leitféhigén ﬁetallischen oder or-
ganischen Schicht 7 strukturiert aufgebracht, die entspre-
chend der strukturierten organischen Schicht 3 mit der
Schicht 4 durch die gebildeten Vertiefungen 6 elektrisch kon-
taktiert ist. Diese elektrisch leitfdhige Schicht 7 kann zum
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Beispiel Gate-Elektroden flir organische Feldeffekt-

Transistoren (OFETs) einschliefen.

Die vorstehend beschriebenen Prozessschritte, illustriert ge-
mak Fig. 1 bis Fig. 3, zur Strukturierung einer organischen
Schicht, insbesondere der organischen Schicht 3, kann als se-
mi~kontinuierliches Verfahren bezeichnet werden. Das Struk-
tur—erzeuéende Mittel ist in Form der Triger- bzw. Druckplat-
te 1 ausgefﬁhrt, das eine vorbestimmte Fléche der organischen
Schicht in einem Druck- bzw. Pressvorgang strukturieren kann.
AnschlieBend kann eine nachfolgend unter der Trdger— bzw.
Druckplatte 1 positionierte organischen Schicht strukturiert

werden.

Fig. 5 illustriert eine Vorrichtung zur Strukturierung einer
organischen Schicht einer organischen Schaltung gemdB einer

bevorzugten Ausfihrungsform der Erfindung.

Als Struktur-erzeugendes Mittel kommt eine Walze 10 bzw. eine
Rolle 10 zum Einsatz. Die Oberfldche der Walze ist bevorzugt
mit einer biegsamen oder flexiblen Tréger- bzw. Druckplatte
11 versehen, die in Analogie mit vorstehend beschriebener
Triager— bzw. Druckplatte 1 ebenfalls Vorspringe 12 aufweist,
die zur Strukturierung einer organischen Schicht 13 dienen.
Entsprechend kann das vorstehend beschriebene Herstellungs-
verfahren ebenfalls fiir die Triger- bzw. Druckplatte 11 ver-
wendet werden. Ebenso entsprechen sich die Abmessungen der

Vorspriinge 2 bzw. der Vorspringe 12.

Um die von der Walze 10 getragene Struktur der Druckplatte 11
auf die organische Schicht 13 zu Ubertragen, wird das die or-
ganischie Schicht 13 tragende Substrat 15 mittels einer FOr-
dereinrichtung umfangs-synchron mit der Umfangsgeschwindig-
keit der Walze 10 bewegt, so dass die von der Walze getrage-
nen Vorspriinge 12 der Druckplatte 11 die organische Schicht
13 analog zu dem vorbeschriebenen Verfahren strukturieren.

Die Fdrdereinrichtung ist eine geeignete mechanische Einrich-
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tung, wie zum Beispiel eine Gegendruck~Walze 18, die vorteil-
hafterweise mit einer Band-Fdrdereinrichtung (nicht gezeigt)
zur synchronen Férderung des Substrats 15 in Verbindung
steht, so dass das Substrat 15 und folglich ebenso die orga-
nische Schicht 13 synchron mit einer Umfangsgeschwindigkeit
der Walze 10 bzw. der mit der Druckplatte 11 versehenen Walze
10 gefdrdert wird. Eine weitere mechanische Einrichtung
(nicht gezeigt) kann dazu dienen, den vorbestimmten (Anpress-
) Druck zu ermdglichen, einzustellen und zu iegeln. Diese me-
chaniséhe Einrichtung kann sowohl an der Gegendruck-Walze 18
als auch an der Walze 10 vorgesehen sein und zum Beispiel auf
einem einstellbaren Federelement basieren. Eine Erwdrmung der
Vorspriinge 12 bzw. der Druckplatte 11 erfolgt mittels einer
Warmequelle, die gemdR Fig. 5 in Form einer Wiarmeenergie-
Quelle ausgefihrt sein kann, die sich durch Abstrahlung von
Energie auszeichnet. Hierbei kann es sich zum Beispiel um ei-
ne Infrarot-Energiequelle (eine Heizlampe 17) handeln. Ebenso
ist eine Energiezufuhr mittels einer direkten elektrischen
Widerstandsheizung der Oberfliche der Druckplatte 11 bzw. der
Vorspriinge 12 oder eine in die Walze integrierte Energiequel-
le mdglich. Mit dieser Ausfiihrung ist ein schneller und kon-
tinuierlicher Prozess zur Herstellung von Durch-

kontaktierungen realisierbar.

Zusammenfassend werden Durchkontaktierungen mit Hilfe von
Warme und Druck mittels einer reliefartigen (flexiblen) Plat-
te mit Erhdhungen, vorstehend als Trager- bzw. Druckplatte
mit Vorspringen benannt, an den Stellen der Durch-
kontaktierungen in organische Schichten, insbesondere Isola-
torschichten gepresst. Dabei &ffnet sich die Isolatorschicht
an den Berilihrungspunkten, wodurch Vertiefungen bzw. Lécher in

der Isolatorschicht erzeugt werden. In einem nachfolgenden

~Schritt, zum Beispiel ein Aufbringen der nichsten Elektroden-

schicht, kann eine Verbindung zweler Elektrodenebenen ermdg-
licht werden. Damit lassen sich in einer integrierten organi-
schen Schaltung beispielsweilise sowohl Transistoren miteinan-—-

der verbinden als auch Transistoren mit anderen Bauelementen
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wie Dioden, Kondensatoren oder Spulen. Epenfalls ist eine
Stapelung mehrerer Lagen integrierter organischer Schaltungen
realisierbar, die durch eine Isolatortrennschicht mit Durch-

kontaktierungen elektrische miteinander verbindbar sind.
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Patentanspriiche

1.

Verfahren zum Strukturieren einer unstrukturierten organi-

schen Schicht (3; 13), insbesondere von organischen Schal-

tungen, gekennzeichnet durch

- Einpressen von Strukturierungsmitteln (2; 12) mit einer
vorbestimmten Temperatur unter einem vorbestimmten Druck
in die orgaﬁische Schicht (3; 13); wobei die Strukturie-
rungsmittel in die organische Schicht (3; 13) eindrin-
gen, so dass nach dem Aufpressen die organische Schicht
(3; 13) dauerhaft strukturiert ist.

Verfahren gem&l Anspruch 1, dadﬁrch gekennzeichnet,
dass eine Substanz gew&hlt ist, welche die organische
Schicht (3; 13) derart bildet, dass sich die organische
Schicht (3; 13) unter Einwirken der Strukturierungsmittel
(2; 12) dauverhaft offnet.

Verfahren gem3l einem der vorstehenden Anspriliche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Einpressen Uber ei-

ne vorbestimmte Zeitperiode erfolgt.

Verfahren gemdB einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturierungs-
mittel (2; 12) auf einem flachigen Trager (1; 10, 11) an-

geordnet sind.

Verfahren gemdf einem der vorstehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass die stfukturierte orga-—
nische Schicht (3; 13) Vertiefungen (6; 16) entsprechend
den Strukturierungsmitteln (2; 12) aufweist.

. Verfahren gemdB Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

dass eine Schicht (4) vorgesehen ist, die von der organi-
schen Schicht (3; 13) bedeckt ist, wobei die Vertiefungen
(6; 16) im wesentlichen durchgangig bis zu der Schicht (4)

sich erstrecken.
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. Verfahren gemd&B Anspruch 5 oder 6, dadurch

gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (6; 16) geeignet

sind, um Durchkontaktierungen zu bilden.

. Vorrichtung zum Strukturieren von organischen Schichten,

insbesondere von organischen Schaltungen, gekennzeich-
net durch Strukturierungsmittel (2; 12), die vorbestimm-
te Abmessungen aufweisen;

wobel die Strukturierungsmittel mit einer vorbestimmten

- Temperatur unter einem vorbestimmten Druck in die organi-

sche Schicht (3; 13) einpressbar sind, um in der organi-

schen Schicht (3; 13) dauerhafte Strukturen auszubilden.

. Vorrichtung gemiB Anspruch 8, dadurch

gekennzeichnet, dass eine Substanz derart gewdhlt ist,
welche die organische Schicht (3; 13) bildet, dass sich
die organische Schicht (3; 13) unter Einwirken der Struk-

turierungsmittel (2; 12) dauerhaft &ffnet.

Vorrichtung gemaB Anspruch 8 oder Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Strukturierungsmittel auf ei-

nem fldchigen Tr&ger (1) angeordnet sind.

Vorrichtung gem&B Anspruch 8 oder Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Strukturierungsmittel auf ei-
nem fldchigen, flexiblen Tr&ger (11) angeordnet sind, der
wiederum auf einem walzenfdrmigen Triger (10) umfinglich

angeordnet ist.

Vorrichtung gemd® Anspruch 11, gekennzeichnet
durch eine Fdrdereinrichtung (18), die angepasst ist, die
organische Schicht im wesentlichen synchron mit einer Um-
fangsgeschwindigkeit des walzenfdérmigen Triagers (10) zu

férdern.
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13. Vorrichtung gemdl einem der vorstehenden Anspriiche 8 bis
13, gekennzeichnet durch eine Einrichtung (18), die
angepasst ist, die Strukturierungsmittel mit dem vorbe-

stimmten Druck in die organische Schicht einzupressen.

14. Vorrichtung gem#B einem der vorstehenden Anspriiche 8 bis
13, gekennzeichnet durch eine Einrichtung (17), die
angepasst ist, die Strukturierungsmittel auf die vorbe-

stimmte Temperatur zu erwirmen.
10
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